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(54)【発明の名称】 ＥＬ表示装置

(57)【要約】
【課題】  ＥＬ表示装置において、ＥＬ素子の大きさを
変更する場合や接続が開放状態に置かれた場合に、内部
のトランジスタ等の素子破壊を防止し、かつ電源電圧が
低下した場合や消費電流を低減した場合に、ＥＬ素子の
ちらつきや不点灯を防止する。
【解決手段】  ＥＬ素子１に印加される昇圧電圧ＶＤＣ
が所定の設定電圧以上になった場合、電圧検出回路１１
が、分周回路９によって設定された極性反転周期にかか
わらず、コントロール回路１２にＥＬ素子への印加電圧
の極性反転を行わせる。また、ＥＬ素子１に印加される
昇圧電圧ＶＤＣが所定の設定電圧未満の場合、分周回路
によって、必ずＥＬ素子への印加電圧の極性が反転され
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  パルス信号に応じて電源電圧を昇圧して
昇圧電圧を生成する昇圧回路と、
前記昇圧回路からの昇圧電圧を受けて、ＥＬ素子に印加
される昇圧電圧の極性を反転するスイッチング回路と、
前記スイッチング回路による昇圧電圧の極性反転タイミ
ングを制御するコントロール回路と、
前記昇圧回路に対してパルス信号を出力する発振回路
と、
前記スイッチング回路による昇圧電圧の極性反転周期を
設定するために、前記発振回路からのパルス信号を分周
して、前記コントロール回路に出力する分周回路と、
前記ＥＬ素子に印加される昇圧電圧を所定の設定電圧と
比較し、比較結果を前記コントロール回路及び前記分周
回路に出力する電圧検出回路とを備えたことを特徴とす
るＥＬ表示装置。
【請求項２】  前記電圧検出回路は、昇圧電圧が前記所
定の設定電圧以上になった場合、前記分周回路によって
設定された前記極性反転周期にかかわらず、前記コント
ロール回路に、前記ＥＬ素子への印加電圧の極性反転を
行わせることを特徴とする請求項１記載のＥＬ表示装
置。
【請求項３】  前記所定の設定電圧は、前記昇圧回路及
び前記スイッチング回路を構成するスイッチング素子の
耐圧よりも低く設定されることを特徴とする請求項１ま
たは２記載のＥＬ表示装置。
【請求項４】  前記昇圧回路は、
一端に電源電圧が供給されるコイルと、
前記コイルの他端にアノードが接続され、カソードから
前記昇圧電圧を前記スイッチング回路に供給するダイオ
ードと、
前記発振回路からのパルス信号を受けて、前記コイルに
蓄積されたエネルギーをスイッチングする昇圧用スイッ
チ素子とを含むことを特徴とする請求項１記載のＥＬ表
示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、ＥＬ素子の駆動回
路で構成されたＥＬ表示装置に関し、特に昇圧コイル等
を外付けした半導体装置を用いたＥＬ表示装置に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】まず、従来のＥＬ駆動回路によるＥＬ表
示装置について説明する。図４は、従来のＥＬ駆動回路
によるＥＬ表示装置の構成を示す回路ブロック図であ
る。図４において、５３は、直流電源５２を昇圧してＥ
Ｌ素子５１に印加する電圧を生成する昇圧信号生成手段
としての昇圧回路、５５は半導体基板上に集積化される
領域を示している。
【０００３】昇圧回路５３は、一端が直流電源５２に接
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続されたコイル５６と、アノードがコイル５６の他端に
接続され、カソードはスイッチング回路５４が接続され
るＤＣ端子(図４中のＤＣ)に接続され、コイル５６に対
して逆方向の電圧が印加されるのを阻止するためのダイ
オード５７と、ソース電極が接地され、主電極としての
ドレイン電極がコイル５６とダイオード５７の共通接続
部(図４中ＣＩＬ)に接続されたＮチャネルＭＯＳＦＥＴ
よりなる昇圧用トランジスタ５８とから構成されてい
る。
【０００４】６７はコンデンサであり、ＥＬ素子５１の
発光輝度を高くするために昇圧回路３の出力端に接続さ
れる。また、コンデンサ６７は、昇圧用トランジスタ８
のスイッチング周期と同期したノイズも低減する。
【０００５】６０は、昇圧用トランジスタ５８のスイッ
チの周波数を決定している発振回路、５９は、発振回路
６０の出力周波数を分周し、スイッチング回路５４に出
力するＥＬ素子５１への印加電圧の極性を反転させるタ
イミングの周波数を決める分周回路である。
【０００６】スイッチング回路５４は、高耐圧Ｎチャン
ネルＭＯＳＦＥＴからなり、ＥＬ素子５１に対して昇圧
電圧で充電を行なう極性反転用トランジスタ６３、６
５、及びＥＬ素子５１に対する放電用の極性反転用トラ
ンジスタ６４、６６から構成される。また、各極性反転
用トランジスタ６３、６４、６５、６６のゲート電極を
制御する信号は分周回路５９からの出力信号で決定され
る。また、極性反転用トランジスタ６３、６４と、極性
反転用トランジスタ６５、６６とのゲート電極にそれぞ
れ印加される信号の極性を互いに反転させるために反転
器６２がある。
【０００７】極性反転用トランジスタ６３と６４のゲー
ト電圧は逆相で動作し、極性反転用トランジスタ６３の
ゲート電圧は、極性反転用トランジスタ６６のゲート電
圧と同相であり、極性反転用トランジスタ６４のゲート
電圧は、極性反転用トランジスタ６５と同相で動作する
構成である。
【０００８】次に、図４の回路構成による動作につい
て、図５のタイミング図を参照して説明する。昇圧用ト
ランジスタ５８のゲート電圧の周波数は、発振回路６０
で決定され、該ゲート電圧Ｖ５８Ｇの時間変化を図５に
示す。
【０００９】図５において、Ｔはゲート電圧Ｖ５８Ｇの
周期を示す。また、ＥＬ素子５１に印加される電圧Ｖ５
１の極性反転の周波数（例えば、４００Ｈｚ程度）は分
周回路５９により決定される。例えば、分周回路５９を
１６分周する構成にした場合には、ＥＬ素子５１への印
加電圧Ｖ５１の周期は１６×Ｔとなる。
【００１０】まず、ｔ＝０～８×Ｔの期間（図中の期間
ａ）では、極性反転用トランジスタ６３のゲート電圧Ｖ
６３はハイレベルであるため、極性反転用トランジスタ
６３、６６はオン、極性反転用トランジスタ６４、６５
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はオフとなる。このとき、ＥＬ素子５１の端子名を図４
に示すようにＸ、Ｙとすると、端子Ｙ側がＧＮＤとな
り、端子Ｘ側が、コイル５６と昇圧用トランジスタ５８
により、例えば５０～８０Ｖ程度の電圧ＶＤＣにまで昇
圧される。図５において、ＥＬ素子５１への印加電圧
（以下、ＥＬ電圧と略称する）Ｖ５１はＥＬ素子５１の
端子Ｙ側を基準としている。
【００１１】次に、ｔ＝８×Ｔ～１６×Ｔの期間（図中
の期間ｂ）では、極性反転用トランジスタ６５のゲート
に印加される反転器６２の出力電圧Ｖ６５はハイレベル
であるため、極性反転用トランジスタ６４、６５はオ
ン、極性反転用トランジスタ６３、６６はオフとなる。
このとき昇圧されたＥＬ電圧Ｖ５１は、極性反転用トラ
ンジスタ６４により放電され、期間ａとは逆に、ＥＬ素
子５１の端子Ｘ側がＧＮＤとなり、端子Ｙ側が昇圧され
る。
【００１２】このように、従来のＥＬ表示装置は、分周
回路５９で決定される一定周期によりＥＬ素子５１に対
する印加電圧を昇圧し、且つ極性を反転させるＥＬ駆動
回路で構成されている。
【００１３】また、他の従来例として、特開平１０－７
９２９６号公報に開示されているＥＬ表示装置は、ＥＬ
素子に出力される昇圧信号を検出する電圧検出回路を備
え、電圧検出回路からの出力信号によりＥＬ素子への印
加電圧の極性を反転させてＥＬ素子に昇圧信号を供給し
ている。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記従
来のＥＬ表示装置の構成では、一定周期でＥＬ素子への
印加電圧の極性を反転しているために、以下の問題があ
る。
【００１５】まず、第１として、ＥＬ素子を交換する場
合やＥＬ素子の接続が何らかの理由で外れた場合には、
スイッチ素子の容量よりも圧倒的に大きな容量が失わ
れ、容量と電圧とは比例するために、高耐圧トランジス
タで構成される各スイッチ素子のドレイン電圧が該トラ
ンジスタの耐圧を越える程に上昇するため、該トランジ
スタが破壊してしまうという問題を有している。
【００１６】すなわち、ＥＬ素子を交換する場合やＥＬ
素子の接続が何らかの理由で外れた場合には、負荷とし
ては、図４において、高耐圧ＮチャンネルＭＯＳ型トラ
ンジスタ５８、６３～６６のドレイン容量のみとなり、
該容量値が数ｐＦ～数１０ｐＦであって、ＥＬ素子５１
の約１０００ｐＦ以上の容量値と比べると極端に小さい
ので、コイル５６によって昇圧される印加電圧により、
各高耐圧ＮチャンネルＭＯＳ型トランジスタ５８、６３
～６６のドレイン電圧がそのドレイン耐圧以上まで昇圧
される。つまり、高耐圧ＮチャンネルＭＯＳ型トランジ
スタのドレインにドレイン耐圧以上の電圧が印加される
状態で動作する可能性がある。
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【００１７】第２に、使用するＥＬ素子の大きさに応じ
て周波数条件を変更する必要があるという問題である。
例えば、面積が５０ｃｍ2のＥＬ素子から１０ｃｍ2のＥ
Ｌ素子に変更した場合に、同じ周波数条件で使用する
と、面積が５０ｃｍ2のＥＬ素子への印加電圧は、高耐
圧ＮチャンネルＭＯＳ型トランジスタのドレイン耐圧以
下であっても、面積が１０ｃｍ2のＥＬ素子では、ＥＬ
素子の容量値が１／５になるため印加電圧はさらに高電
圧になり、高耐圧ＮチャンネルＭＯＳ型トランジスタの
ドレイン耐圧を越える場合がある。
【００１８】さらに、特開平１０－７９２９６号公報に
開示されているＥＬ表示装置では、上記２つの問題は解
決できるが、別の問題がある。すなわち、電源電圧が低
下した場合や、消費電流を低減するために大きなインダ
クタンスのコイルを使用した場合には、コイルで生成さ
れる昇圧エネルギーが低下するため、昇圧回路で生成さ
れた昇圧電圧が電圧検出回路の検出電圧に達しなくな
り、ＥＬ素子への印加電圧の極性が反転せずに、ＥＬ素
子がちらついたり、点灯しなくなる。
【００１９】本発明は、ＥＬ素子の大きさを変更する場
合や、接続が開放状態に置かれた場合における内部のト
ランジスタ等の素子の破壊を防止することを目的とし、
さらに、電源電圧が低下した場合や消費電流を低減した
場合に、ＥＬ素子のちらつきや不点灯を防止することを
目的とする。
【００２０】
【課題を解決するための手段】前記の目的を達成するた
め、本発明に係るＥＬ表示装置は、パルス信号に応じて
電源電圧を昇圧して昇圧電圧を生成する昇圧回路と、昇
圧回路からの昇圧電圧を受けて、ＥＬ素子に印加される
昇圧電圧の極性を反転するスイッチング回路と、前記ス
イッチング回路による昇圧電圧の極性反転タイミングを
制御するコントロール回路と、昇圧回路に対してパルス
信号を出力する発振回路と、スイッチング回路による昇
圧電圧の極性反転周期を設定するために、発振回路から
のパルス信号を分周して、コントロール回路に出力する
分周回路と、ＥＬ素子に印加される昇圧電圧を所定の設
定電圧と比較し、比較結果をコントロール回路及び分周
回路に出力する電圧検出回路とを備えたことを特徴とす
る。
【００２１】このＥＬ表示装置において、電圧検出回路
は、昇圧電圧が所定の設定電圧以上になった場合、分周
回路によって設定された極性反転周期にかかわらず、コ
ントロール回路に、ＥＬ素子への印加電圧の極性反転を
行わせることが好ましい。
【００２２】また、所定の設定電圧は、昇圧回路及びス
イッチング回路を構成するスイッチング素子の耐圧以下
に設定されることが好ましい。
【００２３】また、昇圧回路は、一端に電源電圧が供給
されるコイルと、コイルの他端にアノードが接続され、
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カソードから昇圧電圧をスイッチング回路に供給するダ
イオードと、発振回路からのパルス信号を受けて、コイ
ルに蓄積されたエネルギーをスイッチングする昇圧用ス
イッチ素子とを含む。
【００２４】上記の構成により、電圧検出回路が、昇圧
回路により生成される昇圧電圧を検出し、検出電圧が所
定の設定電圧に達した場合、コントロール回路にＥＬ素
子への印加の極性を反転させる信号を出力するため、Ｅ
Ｌ素子への印加電圧がスイッチング回路内の各トランジ
スタの耐圧以上になる前に、ＥＬ素子への印加電圧の極
性を反転させることができる。
【００２５】これによって、ＥＬ素子のサイズを変更し
た場合や、ＥＬ素子の接続が何らかの理由で外れた場合
においても、駆動回路を構成する各トランジスタには、
所定の設定電圧以上の電圧が印加されないので、該各ト
ランジスタが破壊されることがない。
【００２６】また、ＥＬ素子への印加電圧がスイッチン
グ回路内の各トランジスタの耐圧未満である場合は、Ｅ
Ｌ素子への印加電圧の極性の反転は、分周回路で設定さ
れた極性反転周期により決定されるので、ＥＬ素子への
印加電圧の極性は必ず反転される。
【００２７】これによって、電源電圧が低下した場合
や、消費電流を低減するために大きなインダクタンスの
コイルを使用した場合に、コイルで生成される昇圧エネ
ルギーが低下するため、昇圧回路で生成された昇圧電圧
が電圧検出回路の検出電圧に達しなくなり、ＥＬ素子へ
の印加電圧の極性が反転せずにＥＬ素子がちらついた
り、点灯しなくなることはない。
【００２８】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て、図面を参照しながら説明する。
【００２９】図１は、本発明の一実施の形態としてのＥ
Ｌ駆動回路によるＥＬ表示装置の構成を示す回路ブロッ
ク図である。
【００３０】図１において、１はＥＬ素子、２は直流電
源、３は、直流電源２を昇圧してＥＬ素子１に印加する
電圧を生成する昇圧信号生成手段としての昇圧回路、５
は半導体基板上に集積化される領域を示している。
【００３１】昇圧回路３は、一端が直流電源２に接続さ
れたコイル６と、アノードがコイル６の他端に接続さ
れ、カソードはスイッチング回路４が接続されるＤＣ端
子(図１中のＤＣ)に接続され、コイル６に対して逆方向
の電圧が印加されるのを阻止するためのダイオード７
と、ソース電極が接地され、主電極としてのドレイン電
極がコイル６とダイオード７の共通接続部(図１中ＣＩ
Ｌ)に接続された高耐圧ＮチャネルＭＯＳＦＥＴよりな
る昇圧用トランジスタ８とから構成されている。
【００３２】１７はコンデンサであり、ＥＬ素子１の発
光輝度を高くするために昇圧回路３の出力端に接続され
る。また、コンデンサ１７は、昇圧用トランジスタ８の
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スイッチング周期と同期したノイズも低減する。
【００３３】１０は発振回路で、昇圧用トランジスタ８
のスイッチング周波数を決定している。９は分周回路
で、発振回路１０の出力周波数を分周し、後述するコン
トロール回路１２に出力して、ＥＬ素子１への印加電圧
の極性を反転させるタイミングの周波数を決める。
【００３４】１１は昇圧回路３からの昇圧電圧を検出す
る電圧検出回路で、その入力端子が、ダイオード７のカ
ソードとスイッチング回路４が接続されているＤＣ端子
(図４中のＤＣ)に接続され、その第１の出力端子が後述
するコントロール回路１２に接続され、その第２の出力
端子が分周回路９に接続されている。
【００３５】１２はコントロール回路で、分周回路９か
らの出力信号もしくは電圧検出回路１１からの出力信号
を受け、スイッチング回路４にＥＬ素子１の印加電圧の
極性を反転させるためのタイミングを決める信号を出力
する。
【００３６】スイッチング回路４は、ＥＬ素子１への印
加電圧の極性を反転させるスイッチである各々高耐圧Ｎ
チャンネル型ＭＯＳトランジスタからなる第１の極性反
転用トランジスタ１３と、第２の極性反転用トランジス
タ１５と、第３の極性反転用トランジスタ１４と、第４
の極性反転用トランジスタ１６とで構成される。
【００３７】第１の極性反転用トランジスタ１３及び第
２の極性反転用トランジスタ１５は、それぞれ、ドレイ
ン電極が昇圧回路３におけるダイオード７のカソードに
共に接続され、ソース電極が第１の出力端子Ｘ及び第２
の出力端子Ｙに接続されている。
【００３８】第３の極性反転用トランジスタ１４及び第
４の極性反転用トランジスタ１６は、ソース電極が共に
接地され、ドレイン電極が第１の極性反転用トランジス
タ１３及び第２の極性反転用トランジスタ１５のソース
電極に接続され、各極性反転用トランジスタ１３～１６
のゲート電極はコントロール回路１２に接続されてい
る。
【００３９】なお、コントロール回路１２により、極性
反転用トランジスタ１３と１５のゲート電極に印加され
る制御信号の極性は逆相であり、極性反転用トランジス
タ１３と１６のゲート電極に印加される制御信号の極性
は同相であり、また、極性反転用トランジスタ１４と１
５のゲート電極に印加される制御信号の極性は同相で動
作する。
【００４０】以下、このように構成された駆動回路を有
するＥＬ表示装置の動作について、図２及び図３を参照
して説明する。
【００４１】図２及び図３は、本発明の一実施形態によ
るＥＬ表示装置におけるＥＬ駆動回路のタイミング図で
ある。図２及び図３において、Ｖ８Ｇは発振回路１０か
ら出力される昇圧用トランジスタ８のゲート電圧を示
し、ＶＡは第１の極性反転用トランジスタ１３のゲート
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7
電圧を示し、ＶＢは第２の極性反転用トランジスタ１５
のゲート電圧を示し、ＶＤＣはダイオード７のカソー
ド、スイッチング回路４、及び電圧検出回路１１の各端
子が接続されている図１中のＤＣ端子の電圧を示し、Ｖ
１はＥＬ素子１への第２の出力端子Ｙを基準とした場合
のＥＬ素子１に対する印加電圧を示す。
【００４２】また、ＶＤＳＳは昇圧用トランジスタ８、
極性反転用トランジスタ１３～１６のドレイン耐圧であ
り、ＶＰＥＡＫは電圧検出回路１１で設定される検出電
圧である。図示のように、電圧検出回路１１で設定して
いる検出電圧ＶＰＥＡＫは、昇圧用トランジスタ８、極
性反転用トランジスタ１３～１６のドレイン耐圧ＶＤＳ
Ｓよりも十分低い電圧である。
【００４３】ＥＬ素子１のサイズが大きい場合や、消費
電流を低減した場合など、ＤＣ端子の電圧ＶＤＣが、電
圧検出回路１１で設定している検出電圧ＶＰＥＡＫより
も低い電圧で動作する場合は、図２に示す動作となる。
【００４４】すなわち、昇圧用トランジスタ８のゲート
電圧の周波数は発振回路１０で決定され、その周期をＴ
で示す。また、ＥＬ素子１への印加電圧の極性反転の周
波数（例えば、４００Ｈｚ程度）は分周回路９により決
定される。例えば、分周回路９を１６分周する構成にし
た場合には、１６×Ｔの周期でコントロール回路１２に
信号が出力される。
【００４５】図２のすべての期間において、ＤＣ端子の
電圧ＶＤＣは電圧検出回路１１の検出電圧ＶＰＥＡＫ以
下であるので、電圧検出回路１１からコントロール回路
１２に信号は出力されず、コントロール回路１２の出力
信号はすべて分周回路９からの出力信号により決定され
る。
【００４６】まず、ｔ＝０～８×Ｔの期間（図中の期間
ａ）では、第１の極性反転用トランジスタ１３のゲート
電圧ＶＡはハイレベルであるため、第１及び第４の極性
反転用トランジスタ１３、１６はオン、第２及び第３の
極性反転用トランジスタ１４、１５はオフとなる。この
とき、ＥＬ素子１の端子名を図２に示すようにＸ、Ｙと
すると、端子Ｙ側がＧＮＤとなり、端子Ｘ側が、コイル
５と昇圧用トランジスタ８により、例えば５０～８０Ｖ
程度の電圧ＶＤＣにまで昇圧される。
【００４７】次に、ｔ＝８×Ｔ～１６×Ｔの期間（図中
の期間ｂ）では、第２の極性反転用トランジスタ１５の
ゲート電圧ＶＢはハイレベルであるため、第２及び第３
の極性反転用トランジスタ１４、１５はオン、第１及び
第４の極性反転用１３、１６はオフとなる。このとき、
昇圧されたＥＬ電圧Ｖ１は、第３の極性反転用トランジ
スタ１４により放電され、期間ａとは逆に、ＥＬ素子１
の端子Ｘ側がＧＮＤとなり、端子Ｙ側が昇圧される。
【００４８】このように、ＤＣ端子の電圧ＶＤＣが電圧
検出回路１１の検出電圧ＶＰＥＡＫ以下の場合には、発
振回路１０と分周回路９で決定される一定周期によりＥ
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Ｌ素子１に対する印加電圧を昇圧し、且つ極性を反転さ
せる構成となっている。
【００４９】次に、ＥＬ素子１のサイズを小さくした場
合や、ＥＬ素子の交換時やＥＬ素子の接続が何らかの理
由で外れた場合など、分周回路９で決定する期間（図２
中の８Ｔ）までに、ＤＣ端子の電圧ＶＤＣが電圧検出回
路１１の検出電圧ＶＰＥＡＫよりも高くなった場合、図
３に示す動作になる。
【００５０】すなわち、図３に示すように、ＶＤＣがＶ
ＰＥＡＫに達するまでの期間（図中の期間ｃ（ｃ＜ａ＝
８Ｔ））では、第１及び第４の極性反転用トランジスタ
１３、１６はオンとなり、第２及び第３の極性反転用ト
ランジスタ１４、１５はオフとなる。このとき、図１に
示すＥＬ素子１への２つの出力端子のうち第２の出力端
子ＹがＧＮＤとなり、第１の出力端子Ｘがコイル６と昇
圧用トランジスタ８とにより昇圧される。
【００５１】ＤＣ端子電圧ＶＤＣが検出電圧ＶＰＡＥＫ
に達すると、電圧検出回路１１はその電圧を検出し、信
号をコントロール回路１２に出力する。その結果、コン
トロール回路１２は、第１及び第４の極性反転用トラン
ジスタ１３、１６をオフとし、第２及び第３の極性反転
用トランジスタ１４、１５をオンとする。このとき、図
１に示すＥＬ素子１への２つの出力端子のうち第１の出
力端子ＸがＧＮＤとなり、出力端子Ｘに蓄積された電圧
は放電され、ＥＬ素子１への印加電圧の極性が反転され
るため、ＤＣ端子電圧ＶＤＣは検出電圧ＶＰＥＡＫで一
定となる。
【００５２】また、電圧検出回路１１からの信号は分周
回路９にも出力されて、分周回路９からコントロール回
路１２への出力信号はすべてオフとなる。これ以降の期
間、コントロール回路１２は、電圧検出回路１１からの
出力信号により、ＥＬ素子１への印加電圧の極性を反転
させるタイミングを決定する。
【００５３】次に、ＥＬ素子１の第２の出力端子Ｙに電
圧が印加される期間（図３中の期間ｄ、ｄ＜ｂ＝８Ｔ）
では、期間ｃとは逆に、第１及び第４の極性反転用トラ
ンジスタ１３、１６はオフとなり、第２及び第３の極性
反転用トランジスタ１４、１５はオンとなる。このと
き、図１に示すＥＬ素子１への２つの出力端子のうち第
１の出力端子ＸがＧＮＤとなり、第２の出力端子Ｙがコ
イル６と昇圧用トランジスタ８とにより昇圧される。
【００５４】また、電圧検出回路１１は、ツェナーダイ
オードを用いた回路、抵抗分割を用いた回路、又はコン
パレータ等で構成されるが、高精度で且つ安価なツェナ
ーダイオードを用いた回路が好ましい。この場合には、
ＥＬ素子１に対する印加電圧Ｖ１のばらつきは、ツェナ
ーダイオード自体の特性のばらつきにまで抑えることが
できる。
【００５５】このように、本実施形態によると、電圧検
出回路１１により、ＤＣ端子の電圧ＶＤＣが所定の検出
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電圧ＶＰＥＡＫまで昇圧されるのをモニターし、昇圧用
トランジスタ８、極性反転用１３～１６トランジスタの
ドレイン耐圧以下に設定された所定の検出電圧ＶＰＥＡ
Ｋを検出した場合に、ＥＬ素子１への印加電圧Ｖ１の極
性を反転するため、ＥＬ素子１のサイズを変更した場合
や、ＥＬ素子１の接続が何らかの理由で外れた場合にお
いても、駆動回路を構成する各トランジスタには、所定
の検出電圧ＶＰＥＡＫ以上の電圧が印加されないので、
該各トランジスタが破壊されることがない。
【００５６】また、ＤＣ端子の電圧ＶＤＣが電圧検出回
路１１で設定された所定の検出電圧ＶＰＥＡＫに達する
までに、分周回路９より出力信号がコントロール回路１
２に出力された場合は、その周期によりＥＬ素子１の印
加電圧の極性を反転するタイミングが決定されるので、
必ずＥＬ素子１の印加電圧の極性は反転される。
【００５７】そのため、電源電圧が低下した場合や、消
費電流を低減するために大きなインダクタンスのコイル
を使用した場合に、コイルで生成される昇圧エネルギー
が低下するため、昇圧回路３で生成された昇圧電圧が電
圧検出回路１１の検出電圧に達しなくなり、ＥＬ素子１
への印加電圧の極性が反転せずにＥＬ素子がちらついた
り、点灯しなくなることはない。
【００５８】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
ＥＬ素子の大きさを変更する場合や、その接続が開放状
態に置かれた場合における内部のトランジスタ等の素子
破壊を防止することが可能になるとともに、電源電圧が
低下した場合や消費電流を低減した場合に、ＥＬ素子の
ちらつきや不点灯を防止することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】  本発明の一実施形態によるＥＬ表示装置の回
路ブロック図
【図２】  図１のＥＬ表示装置において、電圧ＶＤＣが
検出電圧ＶＰＥＡＫよりも低い電圧で動作する場合の各
部信号のタイミング図
【図３】  図１のＥＬ表示装置において、電圧ＶＤＣが
検出電圧ＶＰＥＡＫに達した場合の各部信号のタイミン
グ図
【図４】  従来のＥＬ表示装置の回路ブロック図
【図５】  図５のＥＬ表示装置における各部信号のタイ
ミング図
【符号の説明】
１  ＥＬ素子
２  直流電源
３  昇圧回路
４  スイッチング回路
５  半導体基板上に集積化される領域
６  コイル
７  ダイオード
８  昇圧用トランジスタ
９  分周回路
１０  発振回路
１１  電圧検出回路
１２  コントロール回路
１３  第１の極性反転用トランジスタ
１４  第３の極性反転用トランジスタ
１５  第２の極性反転用トランジスタ
１６  第４の極性反転用トランジスタ
１７  コンデンサ

【図１】 【図２】
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